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【はじめに】B・N を SiC にドーピングした材料は蛍光 SiC と呼ばれ、580 nm の波長で発光

する[1]。この結晶表面を陽極酸化法でエッチングし、ポーラス層を形成することで、460 nm

の短波長発光を得ることができる。ポーラス層の形成は電荷量に依存するため、電流密度と

酸化時間が重要な要素となる。本研究では、電圧制御を通じて電流密度と酸化時間の最適化

を試みた。 

【実験】試料には、4H-SiC 単結晶基板に近接昇華法を用いて B・N をドーピングした基板

を使用した。電流密度を 1～3 mA/mm²に固定し、反応時間を 1～15 時間の範囲で変化させ、

電流密度の時間依存性を検討した。実験では初期条件で設定した電流密度を維持するため、

電圧を制御し固定した。時間経過により電流密度は最大 10%変動した。ポーラス層形成前

後の試料に対し、He-Cd レーザー（波長 325 nm、強度 650 mW/cm²）励起による室温フォト

ルミネッセンス（PL）測定を行い、発光強度比を算出し、最適なポーラス条件を検証した。 

【結果】図 1 には、各電流密度における発光強度比の時間依存性を示す。電流密度が 1 

mA/mm²の試料では、酸化時間の増加とともに発光強度比が増加した。一方、2 mA/mm²およ

び 3 mA/mm²では、酸化時間が増加すると発光強度比は減少した。また、電流密度を 2 倍に

し、反応時間を半減した条件では、発光強度比が低下し、単純に電流密度と酸化時間の積で

決まるような関係とはならなかった。この結果は、基板ごとの抵抗率の違いの可能性も考え

られるが、電流密度の増大に伴う過剰な反応によってポーラス層の表面付近が削られ、発光

面積が減少したためと考えられる。今後、XPS や XRD によるポーラス層の構造評価が必要

であり、その詳細については当日議論す

る。 
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図 1 各電流における発光強度比の時間依存性 
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